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Dane techniczne:

Nazwa: BC177A=BCAP77A
Typ tranzystora: bipolarny
Kierunek przewodnictwa: PNP
Prad kolektora: 0.2A

Napiecie kolektor-emiter: 50V
Moc: 0.3W

Obudowa: TO18

Montaz: przewlekany (THT)
Producent: CEMI
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TRANZYSTORY p-n-p
% BC177, BC178 i BC179

Tranzystory krzemowe epiplanarne matej mocy malej

czestotliwosci.

Tranzystory'BC17’7 i BC178 sg przeznaczone do stosowa-
nia w przedwzmacniaczach matej czestotliwo$ei i stop-

niach sterujacych.

Tranzystor BC179 jest przeznaczony do stosowania w sto-
pniach wejsciowych o niskim poziomie szuméw.
Tranzystory BC177, BC178 i BC179 s3 komplementarne do
tranzystoréw BC107, BC108 i BC109.

1421
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#5,

Tranzystor w obudowie metalowej TOY (CE22). Ko-
lektor jest polgczony elektrycznie z obudows.
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DANE TECHNICZNE

Wartosci maksymalne parametréow eksploatacyjnych

Typ

Napiecie kolektor-
-emiter

Napigcie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-baza

Prad kolektora

Prad szczytowy
kolektora

Prad bazy

Temperatura zigeza

Temperatura sktado-
wania

Moc catkowita
przy tamp = 298 K
(25°C)

Ucgo

Uces

Ukpo
Ic

Icm
Ip

tstg

Ptot

BC171BC178 BC179

—45 —25 —20V
—50 —30 —25V
-5 —5 —5 V
—100 —100 —100mA
—200 —200 —200 mA
—-20 —20 —20 mA

448K (175°C)

218...398 K (—55...+125°C)

300 300 300 mW

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
ztgcze-otoczenie
zlgcze-obudowa

Ring~ay
Ring-o

TRANZYSTOR BCI177

Parametry statyczne

przy temps = 298 K
(25°C)
Prad resztkowy
kolektora
przy Ucg = —20V Icgs
Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = —2mA Usrycro
przy Ugpe =0,
Ic = —10 MA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = —10pA Usreno
Napiecie state miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = —2mA,
UCE =—5V
Napiegcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = —10mA,
Ip = —0,5mA
przy Ic = —100 mA
IB = —5mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = —10mA,
Ig=—0,5mA
przy Ic = —100 mA
IB = —HmA
Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = —10 pA,
UCE = -5V

U (Br)CES

UBE

UCEsat

Ucgsat

UgEsat

Upgsat

hot

4-74/2

SWW 1156-211

<500 <500 <500 K/W
<200 <200 <200 K/W

min. typ. maks.

—100nA

—45 — -V

—0,55 — —-0,7V

=02V

—0,95V

—08V

-12V

kl. VI — 50 - -

kLA — 90 —_ -
kLB — 200 —_ -

przy Ic = —2mA,

Ucg=-—5V he1e

kl. VI 65 — 150 —

kl.A 110 — 240 —
kl.B 200 — 480 —

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odblorey okreslone

w zamoéOwieniu,
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Parametry dynamiczne

przy tomps = 298 K

(25°C)
Wspbiczynnik szu-

moéw

przy Ic =0,2mA,

Ucg=5V,

f=1kHz,

Ry = 2kQ,

Af = 200 Hz
Pojemnosé zlgcza

kolektora

przy Ig = 0,

Ucs=—10V,

f=1MHz Cc —
Impedancja wejScio-

wa

przy Ic = —2mA,

Ucg=—5V,

f=1kHz

min.

Kkl VI 0,4
kLA 12
kL.B 3,0

h]le

Warto§é matosygna-
towa wsp6tczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = —2mA,
Uce=—5V,
f=1kHz kL VI 75

kl. A 125

kl.B 240

h21e

Admitancja wyjscio-
wa
przy Ic = —2mA,
Uce = —5V,
f=1kHz kL. VI —
kLA —

kLB —

h222

TRANZYSTOR BCI178
Parametry statyczne

przy temp = 208 K
(25°C)
Prad resztkowy
kolektora
przy Uceg = —20V Icgs —
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = —2mA, Usrcro
przy Upg = 0,
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = —10pA Usreso -5
Napiegcie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = —2mA,
Ucg=—5V
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = —10mA,
Ig = —0,5mA
przy I¢ = —100 mA,
Ig.=~5mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
. przy.Ie=—10mA,
Ig=—0.5mA

min.

—25

U sryces —30

Uge

UCEsat -

Uckgsat —

UBEmt -

typ.

typ.

—0,55 —

0,1

0,3

07

maks.

10

2,2
45
8,0

150
260
500

40
50
70

dB

pF

kQ
kQ
kQ

us
uS
uS

—100 nA

—07TV

0,2

0,95

A%

przy Ic = —100 mA

Ig=—5mA Usggsat —_
Wspblezynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy Ic = —10pA,

Ucg=—5V hoig KL VI —
kLA —
kLB —

przy Ic = —2mA,

Ueg=-—5V hae k1. VIG5
kl.A 110
kLB 200

Parametry dynamiczne

Przy temes = 298 K

(25°C)
Wspbtczynnik szu-

méw

przy Ic = 0,2mA,

Ucg=—5V,

f=1kHz,

Ry = 2kQ,

Af = 200 Hz F —
Pojemno$é zigcza

kolektora

przy Ig =0,

ch = -—10 V,

f=1MHz Cc —_
Matosygnalowa war-

to§é wspélezynnika

wzmocnienia pra-

dowego

przy Ic = —2maA,

ch = —5 V,

f=1kHz hate

min.

kKL VI 75
kLA 125
kL. B 240
Impedancja wejScio-

wa

przy Ic = —2mA,

Ucg=—5V,

=1 kHz. hye KkL.VIO4

kLA 1,2
kLB 3
Admitancja wyj$cio-

wa

przy Ic = —2mA,

Ucp=—5V, ;

f=1kHz hose KkI.VI —
kLA —
kl.B —

TRANZYSTOR BCI179
Parametry statyczne

przy tame = 298 K
(25°C)
Prad resztkowy
kolektora
przy Ucg = —20V Icgs —
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = —2mA U(BR)CEo
przy Upe =0,
I c= ~-10 [LA

min,

—20

URryces ~—25

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okre§lone

w zambéwieniu,

0,9

50
90
200

typ.

typ.

1,2

150
240
480

maks.

10

150
260
500

2,2
4,5

40
50
70

maks.

dB

pF

kQ
kQ
kQ

nsS
nS
wS

—100 nA

v

\4



_ Napiecie przebicia
emiter-baza

przy Ig = —10pA Upreso

Napiecie stale miedzy
bazag a emiterem
przy Ic = —2mA,
Ucz = —5V U BE
Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = —10mA,

15 = 0,5 mA UCEsut
przy Ic = 100 mA,
Ig = —5mA UCEsut

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = —10mA,
Ig = —0,5mA Upgsat
przy Ic = —100 mA,
Ig = —5mA
Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = —10pA,
Ucg=—5V hoig

Upgsat

przy Ic = —2mA,
Ucg=—5V haie

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Wspblezynnik szu-
méw
przy Ic = —0,2mA,
Ucg=-—-5V,
Ry = 2kQ,
Af = 30Hz..15kHz F
przy Ic = —0,2mA,
Ucg=—5V,
f=1kHz,
Ry =2k,
Af = 200 Hz F
Pojemnosé ziacza
kolektora
przy Ig =0,
ch = —10 V,
f=1MHz Ce
Warto§é matosygna-
lowa wspétczyn-
nika pradowego

przy Ic = —2mA,
Ucg=—5V, ‘
f=1kHz hate

Impedancja wej§cio-

wa

przy Ic = —2mA,

Ucg=—5V,

f=1kHz Rite
Admitancja wyjscio-

wa

przy Ic = —2mA,

UCE = =5 V,

f=1kHz haze

* Podzialu na klasy dokonuje si¢ na

w zaméwieniu.

—5 = v
—0,55 — —0,7V
— -01 —02V
—_ —0,3 —0,9V
— —0,7 —08YV
—_ -0,9 —12V
— 90 —_ -
— 200 —_ —
110 — 240 —
200 — 480 —
min. typ. maks.
- 2 4 dB
— 2 10 dB
— —_ 10 pF
125 — 260 —
240 — 500 —
1,2 45 kQ
3 8 kQ
50 uS
70 uS

zyczenie odbiorcy okreSlone
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Zaleznoéé temperaturowa mocy strat Pc = f (tamo)
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